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前　 言

从 ２０１５年写公众号开始，一晃儿就进入第 ７ 个年头了，日子过得真快，体

会也不同。

２０１８年出版的《漫谈光通信》，主要是 ２０１５ 年和 ２０１６ 年公众号中的一部

分内容，本书主要是 ２０１７—２０１９这 ３年的学习笔记。

这些散乱的笔记，有个乱中有序的规律，从对一个技术点的疑惑开始，收

集相关资料，分析，整理，输出，反馈，修订。

收集 分析 整理 输出，是很多人的学习方式，我也一样，第一步的输出，

虽然包括了一些前期资料的理解和转化，但错误频出，接纳这些错误是我这些

年受益匪浅的心理过程。

在没有公开之前，那些是不是错误，其实我并不知道，换句话说，也许这些

错误会伴随我度过未来的中老年日子。

当有机会公开，就有机会得到反馈，虽然反馈有正向积极的，也有负面消

极的，去除情绪干扰，剩下的就是让我知道哪些地方是要改正的，这个步骤对

我来说很重要，因为有了成长的契机，下一步就会去修订错误知识点，得到改

进和提升。

收集 分析 整理 输出 反馈 修订 提升……螺旋曲线就是工作之余学校

之外碎片化时间，碎片化学习的一条隐藏曲线。
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　 　 写激光器汇总篇，分类：

用于光通信的激光器，以半导体激光器为主，主要分两种类型，边发射与

面发射。

２



　

　 　 １）ＶＣＳＥＬ

ＶＣＳＥＬ，叫垂直腔面发射。

垂直腔（两组布拉格光栅做发射腔）

３
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ＶＣＳＥＬ历史

ＶＣＳＥＬ波长 ／ ｎｍ 材　 　 料 应 用 领 域

４１０～４７０ ＧａＩｎＡＬＮ ／ ＧａＮ 显示

５３５ ＧａＩｎＡＬＮ ／ ＧａＮ 显示

４



续　 表

ＶＣＳＥＬ波长 ／ ｎｍ 材　 　 料 应 用 领 域

５５０ ＧａＩｎＡＬＮ ／ ＧａＮ 显示

６５０ ＡＬＧａＩｎＰ ／ ＧａＡｓ 打印

８５０～９４０ ＧａＡｌＡｓ ／ ＧａＡｓ 数据中心短互联 ３Ｄ成像

９８０ ＧａＩｎＡｓ ／ ＧａＡｓ 短互联

１ ３００ ＧａＩｎＡｓ ／ ＩｎＰ 局域网等通信

１ ５５０ ＧａＩｎＡｓ ／ ＩｎＰ 局域网等通信

ＶＣＳＥＬ应用

典型氧化物限制结构

这个限制，一是限制光场，二是降低阈值电流。

２）ＦＰ 与 ＤＦＢ

ＦＰ 与 ＤＦＢ都是边发射激光器，ＦＰ 结构的激光器，是通过两侧反射镜做光

反馈，ＤＦＢ是通过光栅做光反馈。

ＦＰ的反射腔 ＤＦＢ的布拉格反射

５
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ＦＰ无需刻蚀光栅，工艺简单 ＤＦＢ需要刻蚀光栅，工艺复杂

ＦＰ是多纵模激光器 ＤＦＢ是单纵模激光器

ＤＦＢ激光器应用广泛，常用的 ＲＷＧ结构与 ＢＨ结构：

ＲＷＧ，脊波导，上图深灰色部分是波导设计，工艺简单。

６
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